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Анотація: Запропоновано структуру комбінованого транзистора, що відрізняється 

наявністю двох протилежно розташованих польових електродів. Проведені дослідження 

приладу показали, що у порівнянні з однозаслонним прототипом, крутість передавальної 

характеристики збільшується в 2 рази і становить 0,3 мА/В. 

Ключові слова: заслон, моделювання, підсилення, датчик 

Annotation: The structure of the combined transistor, which differs by the presence of two 

oppositely located field electrodes, is proposed. The investigation of this device showed that in 

comparison with single-gate prototype, the transduction characteristic slope is increased by twice 

and is 0.3 mA / V. 
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Сучасні датчики характеризуються використанням активних твердотільних структур 

для реалізації функцій управління і попередньої обробки вимірювальних сигналів. На основі 

цього у [1] запропоновано низку датчиків, що містять комбіновану транзисторну структуру 

[2]. Тому актуальним є завдання з розширення можливостей такого приладу за допомогою 

додаткових конструктивних рішень. 

З метою забезпечення додаткового керування вихідним струмом комбінованого 

транзистора пропонується створення додаткового заслону з протилежного боку від 

основного. Таким чином, новий прилад, окрім зовнішніх електродів бази емітера, колектора, 

характеризується наявністю двох симетрично протилежних заслонів і, в залежності від їх 

зовнішньої комутації, має додаткові можливості з обробки вхідних сигналів. 

Дослідження пропонованого транзистора виконувались шляхом змішаного – фізико-

топологічного і схемотехнічного моделювання, результати якого у вигляді передавальних 

характеристик наведені на рис. При цьому обидва заслони транзистора були електрично 

поєднані одне з одним. 

Результати моделювання показують, що у порівнянні з однозаслонним прототипом, 

крутість передавальної  характеристики збільшується в 2 рази і становить 0,3 мА/В. Тобто 

коефіцієнт підсилення за напругою транзистора зростає, що при використанні його у складі 

датчиків підвищує рівень вихідних сигналів.  
 

 
Рисунок  – Передавальні характеристики двозаслонного транзистора  
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Проте можливо використання комбінованого транзистора у режимі роботи з 

незалежними заслонами. Якщо вхідний сигнал діє на першому заслоні і має складову, яку 

зумовлено дією зовнішніх дестабілізуючих факторів (зміни температури навколишнього 

середовища, атмосферного тиску та інш.), поданням на другий заслон різниці потенціалів, 

без інформаційної складової, можливо отримати вихідний сигнал без зовнішніх перешкод. 

Таким чином, у транзисторі на фізичному рівні реалізується функція диференційного 

каскаду підсилення. 

На основі двозаслонного транзистора у [3] запропоновано піроелектричні ІЧ – датчики 

з активним і коригуючим перетворювачами з підвищеною точністю визначення 

інтенсивності випромінювання.  
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Annotation: This paper proposes an original method for producing gallium nitride clusters on 

substrates of nanoporous gallium arsenide by annealing the substrate in an atmosphere of nitrogen 

radicals. The porous surface of GaAs was obtained by electrochemical etching. The chemical 

composition of the surface was studied by the method of energy dispersive analysis of X-rays 

(EDAX), the morphology and photoluminescence in the visible spectral range of the obtained 

structures were also studied. It is shown that the photoluminescent properties of GaN clusters 

depend on the porosity of the GaAs substrate and the geometric dimensions of the formed clusters. 

Key words: Electrochemical etching, Рorous gallium arsenide, Molecular beam epitaxy, 
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The study of the electrical and optical properties of semiconductor compounds AIIIBV groups 

that constitute prospective basis of modern semiconductor electronics and optoelectronics opens the 

possibility of using these materials for practical purposes (creation of sensitive sensors, light-

emitting devices, electronic devices, and others. [1-2]. 

For the growth of films such structures using methods of molecular beam epitaxy and vapor 

phase epitaxy from organometallic compounds [3-4]. 
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